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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Halbbruckenkonfiguration 

® Um eine Last, z. B. einen Elektromotor bidirectional mit 
Strom zu versorgen, wird eine H-Bruckenkonfiguration 
aus vier Schatttransistoren eingesetzt. Um sowohl eine 
hervorragende elektrische als auch thermische Leitfahig- 
keit zu erzielen, wird eine Halbbruckenkonfiguration aus 
zwei Transistoren (T1, T2) entgegengesetzten Leitfahig- 
keitstyps aufgebaut, wobei jeder Transistor (T1,T2) auf ei- 
nem Chip (CH1, CH2) realisiert ist, die mit ihren Rucksei- 
ten auf einem gemeinsamen, vorzugsweise aus Metall 
hergestellten leitenden Trager (TO) sitzen. Jedes Gehause 
ist mit einem derartigen Trager ausgeriistet. Die RCickseite 
eines jeden der beiden Chips (CH1, CH2) wird aus der 
Drain- oder Sourceeiektrode der Transistoren (T1 f T2) ge- 
bildet. Die Last ist am Trager (TO) anschlieRbar. Es lassen 
sich zwei Halbbruckenkonfigurationen in vorteilh after 
i Weise zu einer H-Bruckenkonfiguration kombinieren. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Halbbriickenkon figuration aus 
einem ersten und eineni zwei ten Transistor, wobei die bei- 
den Transistoren mit ihren Streckenelektroden in Reihe ge- 
schaltet sind, wobei eine Betriebsspannung an der Reihen- 
schaltung liegt und wobei an die miteinander verbundenen 
Streckenelektroden der beiden Transistoren eine Last an- 
schlieBbar ist. 

Um eine Last, z. B. einen Elektromotor, bidirektional mit 
Strom fur Links- und Rechtslauf versorgen zu konnen, wird 
eine sogenannte H-Briickenkonfiguration eingesetzt. Eine 
H-Briickenkonfiguration ist eine Briickenschaltung aus vier 
Halbleiterschaltern, beispielsweise 4 MOSFETs, bei der die 
Last im Querzweig liegt, und in jedem Briickenzweig zwei 
Transistoren mit ihren Streckenelektroden in Reihe geschal- 
tet sind. Mittels einer Ansteuerschaltung lassen sich die 
Transistoren so steuern, daB der Strom in der einen Richtung 
oder in der Gegenrichtung durch die Last, z. B. den erwahn- 
ten Elektromotor, flieBt. Je nach Stromrichtung dreht sich 
der Elektromotor rechts- oder linksherum. 

Aus der US-PS 5,703,390 ist eine Halbleiterschaltungs- 
anordnung bekannt, bei der vier MOSFETs, die eine Briicke 
bilden, elektrisch isoliert auf einem Si-Trager sitzen. Wenn 
zum Schalten hoher Strome groBe Leistungsschalter erfor- 
derlich sind, ist es jedoch kostengunstiger, die Leitungs- 
schalter auf mehrere Trager zu verteilen, die funktionsspezi- 
fisch optirniert sind. 

In der EP 0 809 292 A2 ist ein Leistungstransistormodul 
beschrieben, bei dcm zwei Transistoren auf einem spczicl- 
len elektrisch isolierenden Substrat angeordnet sind, das auf 
einem Metalltrager sitzt. Die beiden Transistoren sind in der 
erwahnten Halbbriickenkonfiguration angeordnet. 

Die aus der US-PS 5, 703, 390 bekannte H-Briickenkon- 
figuration und die in der EP 0 809 292 A2 offenbarte Halb- 
briickenkonfiguration haben den Nachteil, daB die elektri- 
sche und die thermische Leitfahigkeit nicht optimal sind. 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Halbbriicken- 
konfiguration gemaB Oberbegriff des Anspruchs 1 so zu ge- 
stalten, daB die elektrische und die thermische Leitfahigkeit 
moglichst optimal sind. 

Die Erfindung lost diese Aufgabe gemaB Anspruch 1 da- 
durch, daB die beiden Transistoren vom gegensatzlichen 
Leitfahigkeitstyp sind, daB jeder Transistor auf einem Chip 
realisiert ist, daB die beiden Chips mit ihrer Ruckseite auf ei- 
nem gemeinsamen elektrisch leitenden Trager sitzen, so daB 
eine Streckenelektrode des ersten Transistors mit der glei- 
chen Streckenelektrode des zwei ten Transistors verbunden 
ist, und der lcitende Trager einen Summcnpunkt bildet und 
daB die Last am leitenden Trager bzw. am Summenpunkt an- 
schlieBbar ist. 

Jeder Transistor ist auf einem Chip realisiert. Weil bei der 
erfindungsgemaBen Halbbriickenkonfiguration wegen der 
Verwendung von Transistoren gegensatzlichen Leitfahig- 
keitstyps im Gegensatz zu den bekannten Halbbriickenkon- 
figurationen gleiche Streckenelektroden - die Koilektoren 
oder die Emitter bzw. bei FETs die Drainelektroden oder die 
Sourceelektroden - anstelle ungleicher Streckenelektroden 
miteinander verbunden sind, konnen die Riickseiten der bei- 
den Chips unmittelbar miteinander verbunden werden, denn 
sie realisieren die gleichen Streckenelektroden. Erfindungs- 
gemaB wird diese Verbindung dadurch realisiert, daB die 
beiden Chips mit ihren Riickseiten auf einem gemeinsamen 
elektrisch leitenden Trager z. B. aus Metall sitzen. Durch die 
MaBnahme, die beiden Chips auf einem gemeinsamen elek- 
trisch leitenden Trager zu setzen, werden sowohl eine opti- 
male elektrische als auch thermische Verbindung und Leit- 
fahigkeit zur Warmeableitung erzielt. 
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Die Erfindung wird nun an hand der in der Zeichnung dar- 
gestellten Ausfuhrungbeispiele beschrieben und erlautert. 
In der Zeichnung zeigen: 

Fig. 1 den elektrischen Schaltkreis eines ersten Ausfuh- 
5 rungsbeispieles der Erfindung, 

Fig. 2 die Konfiguration des ersten Ausfuhrungsbeispie- 
les aus Fig. 1 auf einem Chiptrager und 

Fig. 3 ein zweites Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung mit 
zwei Halbbruckenkonfigurationen. 
to In der Fig. 1 sind zwei Transistoren Tl und T2 in Reihe 
geschaltet, die vom entgegengesetzten Leitfahigkeitstyp 
sind. Der Transistor Tl, dessen Drainelektrode mit der 
Drain-elektrode des Transistors T2 verbunden ist, ist bei- 
spielsweise ein P-MOS-Feldeffekttransistor, wahrend der 
15 Transistor T2 ein N-MOS-Feldeffekttransitor vom entge- 
gengesetzten Leitfahigkeitstyp ist. An der Sourceelektrode 
des Transistors Tl liegt eine Betriebsspannung UB, wahren 
die Sourceelektrode des Transistors T2 auf Masse liegt. An 
dem Verbindungspunkt der Drainelektroden der beiden 
20 Transistoren Tl und T2, der einen Summenpunkt S bildet, 
ist der erste AnschluB einer Last L angeschiossen, an deren 
zweiten AnschluB A die Betriebsspannung UB liegt oder de- 
ren zweiter AnschluB A auf Masse liegt. Die Gateelektroden 
der beiden Transistoren Tl und T2 sind mit den Steueraus- 
25 gangen einer Ansteuerschaltung IC verbunden, welche die 
beiden Transistoren Tl und T2 steuert. Die Betriebsspan- 
nung UB liegt an den Versorgungs-spannungseingangen der 
Ansteuerschaltung IC, die zwei Steuereingange hat. Am ei- 
nen Steuereingang liegt eine Steuerspannung INI, am aride- 
30 ren eine Steuerspannung IN2. 

Es wird nun die in Fig. 2 gezeigte Konfiguration des in 
Fig. 1 dargestellten Schaltkreises beschrieben und erlautert. 

Die beiden Transistoren Tl und T2 sind als Chips CHI 
und CH2 realisiert, die mit ihren Riickseiten, welche die 
35 Drainelektroden darstellen, auf einem gemeinsamen leiten- 
den Trager TO, der z. B. aus Metall gefertigt sein kann, sit- 
zen. Die Ansteuerschaltung IC ist ebenfalls als Chip reali- 
siert, der elektrisch isoliert vorzugsweise auf dem hoheroh- 
migen der beiden Transistoren, dem P-MOS-Feldeffekttran- 
40 sitor Tl sitzt, denn ein p-leitender Transistor ist bei gleicher 
Chipflache aus physikalischen Griinden stets hoherohmig 
als ein n-leitender Transistor. Am Trager TO, der den Sum- 
menpunkt S bildet, ist eine AnschluBfahne fur die Last L 
vorgesehen. AuBerdem sind die externen Anschlusse fiir die 
45 Versorgungs-spannung UB, fur Masse sowie fiir die Steuer- 
spannung INI und IN2 vorgesehen, die mittels Drahtverbin- 
dungen mit den entsprechenden Anschliissen der Ansteuer- 
schaltung IC und der beiden Transistoren Tl und T2 verbun- 
den sind. 

50 Besonders vorteilhaft ist es, das Chip der Ansteuerschal- 
tung IC elektrisch isoliert auf den P-MOS-Feldeffekttransi- 
stor Tl, dem hoherohmigen der beiden Transistoren Tl und 
T2, anzuordnen, weil damit eine optimale thermische Kopp- 
lung zwischen dem Chip der Ansteuerschaltung IC und dem 
55 Chip CHI des Transistors Tl erzielt wird. 

In der Ansteuerschaltung IC wird bei einer Ausgestaltung 
der Erfindung die Temperatur im Chip ausgewertet. Weil das 
Chip der Ansteuerschaltung IC auf dem hoherohmigen der 
beiden Transistoren Tl und T2 sitzt, spricht es fruhzeitig auf 
60 Ubertemperatur an und schiitzt durch Steuersignale die ge- 
samte Konfiguration vor Zerstorung durch Uberlast. 

Die beste elektrische und thermische Verbindung und da- 
durch bedingt ein sicheres fruhzeitiges Ansprechen auf 
Ubertemperatur werden erzielt, wenn der Trager TO, auf 
65 dem die Chips CHI, CH2 und IC sitzen, wobei die Chips 
CHI und IC ubereinander liegen, an oder auf der Last L be- 
festigt ist. Weil der Trager TO, das Chip CHI und das Chip 
IC ubereinander angeordnet sind, besteht eine ausgezeich- 
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nete Warmeleitung von der Last L bis zum obersten Chip 
IC. 

Die Steuerspannungen INI und IN2 sind einfache Logi- 
sche Signale, welche die Ansteuereinheit IC in Steuersi- 
gnale fur die beiden Transistoren Tl und T2 umsetzt. Sie 5 
verhindert das gleichzeitige Durchschalten der beiden Tran- 
sistoren Tl und T2 und kann auBerdem den Strom begren- 
zen. 

Der P-MOS-Fcldeffekttransistor Tl la!3t sich im Gegen- 
satz zu einem N-MOS-FeldefTekttransistor schnell und ohne 10 
Aufwand ansteuera, weil hierzu weder eine Ladungspumpe 
noch eine Bootstrap- Schaltung erforderlich ist. 

Vorzugsweise sind die beiden Transistoren Tl und Tl in 
der kostengiinstigen aber dennoch am besten elektrisch lei- 
tenden Vertikaltechnologie ausgefiihrt. 15 

Die Erfindung benotigt nur wenige Pins, weil viele Ver- 
bindungen zwischen den drei Chips - der Ansteuerschaltung 
IC sowie der beiden Chips CHI und CH2 der beiden Transi- 
storen Tl und T2 - im Gehause verlaufen. Flir diese internen 
Verbindungen entfallt der aufwendige ESD-Schutz. 20 

Besonders vorteilhaft ist es, den metallischen Trager, den 
jedes Gehause besitzt, fiir den Trager TO und den Summen- 
punkt S vorzusehen. Hierftir eignen sich auch alle Standard- 
gehause wie z. B. das Standardgehause TE220. 

Ein weiterer Vorteil der Erfindung liegt darin, daB sich 25 
mehrere Halbbriicken zu beliebigen Konfigurationen kom- 
binieren lassen, so daB sich eine groBe Vielfalt an Anwen- 
dungsmoglichkeiten ergibt. 

Eine Anwendungsmoglichkeit zeigt das in der Fig. 3 ab- 
gcbildete zwcite Ausfuhrungsbeispicl der Erfindung. 30 

In der Fig. 3 ist an die Halbbriickenkonfiguration aus der 
Fig. 1 eine zweite gleiche Halbbriickenkonfiguration aus 
zwei Transistoren T3 und T4 so angeschiossen, daB eine H- 
Bruckenkonfiguration gebildet wird. Die Gateeiektroden der 
sich jeweils diagonal gegenuberliegenden Transistoren Tl 35 
und T4 bzw. T2 und T3 sind mit dem einen bzw. mit dern an- 
deren Steuerausgang der Ansteuerschaltung IC verbunden. 
Die Last L liegt zwischen den beiden Summenpunkten S. 
An den Sourceelektroden der beiden Transistoren Tl und T3 
liegt die Versorgungsspannung UB, wahrend die Sourcee- 40 
lektroden der beiden Transistoren T2 und T4 auf Masse lie- 
gen. 

Die Erfindung ist sowohl fur unidirektionalen als auch bi- 
direktionalen Betrieb geeignet, wenn im letzten Fall zwei er- 
findungsgemaBe Halbbruckenkonfigurationen zu einer 45 
Brticke erganzt miteinander kombiniert werden. Weil je- 
weils zwei einen Transistor bildende Chips mit ihrer Riick- 
seite auf einem gemeinsamen elektrisch leitenden Trager sit- 
zen, liegen optimalc elektrische und thermische Lcitverhalt- 
nisse vor. 50 

Bezugszeichenliste 



A zweiter AnschluB der Last 
CHI Chip 
CH2 Chip 

IC Ansteuerschaltung 
INI Steuerspannung 
IN2 Steuerspannung 
L Last 

S Summenpunkt 
Tl Transistor 
T2 Transistor 

TO elektrisch leitender Trager 
UB Versorgungsspannung 
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Patentanspriiche 

1. Halbbriickenkonfiguration aus einem ersten und ei- 
nem zweilen Transistor (Tl, T2), wobei die beiden 
Transistoren (Tl, T2) mit ihrem Streckenelektroden in 
Reihe geschaltet sind, wobei eine Betriebsspannung 
(UB) an der Reihenschaltung liegt und wobei an die 
miteinander verbundenen Streckenelektroden der bei- 
den Transistoren (Tl, T2) cine Last (L) anschlicBbar 
ist, dadurch gekennzeichnet, daB die beiden Transi- 
storen (Tl , T2) vom gegensatziichen Leitfahigkeitstyp 
sind, daB jeder Transistor (Tl, T2) auf einem Chip 
(CHI, CH2) realisiert ist, daB die beiden Chips (CHI, 
CH2) mit ihren Riickseiten auf einem gemeinsamen 
elektrisch leitenden Trager (TO) sitzen, so daB eine 
Streckenelektrode des ersten Transistors (Tl) mit der 
gleichen Streckenelektrode des zweiten Transistors 
(T2) verbunden ist, und der leitende Trager (TO) einen 
Summenpunkt bildet und daB die Last (L) am leitenden 
Trager (TO) bzw. am Summenpunkt (S) anschlieBbar 
ist. 

2. Halbbriickenkonfiguration nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB der leitende Trager (TO) aus 
Metall gefertigt ist. 

3. Halbbriickenkonfiguration nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB der erste Transistor (Tl) 
ein P-MOS-FeldefTekttransistor ist, daB der zweite 
Transistor (T2) ein N-MOS-Feldeffekttransitor ist, des- 
sen Drainelektrode mit der Drainelektrode des ersten 
Transistors (Tl) und mit dem Trager (TO) verbunden 
ist. 

4. Halbbriickenkonfiguration nach Anspruch 1, 2 oder 
3, dadurch gekennzeichnet, das die Gateeiektroden der 
beiden Transistoren (Tl, T2) mit einer Ansteuerschal- 
tung (IQ verbunden sind, die Steuersignale fur die 
Transistoren (Tl, T2) erzeugt. 

5. Halbbriickenkonfiguration nach Anspruch 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Ansteuerschaltung (IC) 
auf einem Chip realisiert ist, das auf einem der beiden 
Transistoren (Tl, T2) elektrisch isoliert angeordnet ist. 

6. Halbbriickenkonfiguration nach Anspruch 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Chip der Ansteuer- 
schaltung (IC) auf dem hoherohmigen der beiden Tran- 
sistoren (Tl,T2)sitzt. 

7. Halbleiterkonfiguration nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Chip der Ansteuerschaltung 
IC auf den Transistor (Tl) vom P-Leitfahigkeitstyp 
sitzt. 

8. Halbbruckcnkon figuration nach cincm der Ansprii- 
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB der Trager 
(TO) zur Erzielung einer optimalen elektrischen und 
thermischen Verbindung auf der Last (L) sitzt. 

9. Halbbriickenkonfiguration nach einem der Ansprii- 
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB bei unidirek- 
tionalem Betrieb der zweite AnschluB (A) der Last (L) 
an einer Betriebsspannung (UB) oder auf Masse liegt, 
daB bei bidirektionalem Betrieb der zweite AnschluB 
(A) der Last (L) am Summenpunkt (S) einer zweiten 
Halbbriickenkonfiguration angeschiossen ist. 

10. Halbbriickenkonfiguration nach einem der voran- 
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die 
beiden Transistoren (Tl, T2) in Vertikaltechnologie 
ausgefiihrt sind. 

11. Halbbriickenkonfiguration nach einem der An- 
spriiche 4 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB im Chip 
der Ansteuerschaltung (IC) eine Temperaturiiberwa- 
chungsschaltung integriert ist, welche die gesamte 
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Halbbriickenkonfiguration vor Zerstorung schutzt. 
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